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Рассмотрены вопросы исследования стойкости полупроводниковых приборных структур  к действию факторов 
открытого  космического  пространства. Показана необходимость комплексного  исследования электрофизических па-
раметров полупроводниковых слоев в течение космического  полета. Предложены образцы приборных структур,  
позволяющие исследовать влияние факторов космического  пространства на удельное сопротивление полупроводни-
кового  слоя,  на свойства контактов металл –  полупроводник,  на состояние границы диэлектрик –  полупрово-
дник. Рассмотрены методы измерения удельного  сопротивления,  контактного  сопротивления,  коэффициента Хол-
ла,  вольтамперных и вольт-фарадных характеристик образцов приборных структур. Предложены схемы измерения 
перечисленных параметров,  адаптированные для работы в составе автоматических измерительных систем.
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Введение

Развитие космической техники связано  с ши-
роким использованием современных достижений 
в области разработки и производства радиаци-
онно-стойких электронных компонентов. Одним 
из наиболее перспективных полупроводниковых 
материалов для производства таких компонен-
тов является карбид кремния (SiC),  который 
по  основным параметрам: ширине запрещенной 
зоны,  теплопроводности,  допустимой темпера-
туре,  скорости дрейфа электронов значительно  
превосходит традиционные полупроводниковые 
материалы,  такие как кремний,  германий,  ар-
сенид галлия. Карбид кремния имеет высокую 
термо- и радиационную устойчивость,  большую 
механическую прочность,  очень малую скорость 
диффузии и самодиффузии примесей,  очень 
слабую химическую активность,  что  обусловле-
но  высокой энергией связи в решетке карбида 
кремния (5 эВ) [1–5]. Благодаря совокупности 
вышеперечисленных свойств этот материал яв-
ляется наиболее перспективным в области раз-
работки приборов для силовой быстродействую-
щей электроники,  СВЧ электроники повышен-
ной мощности [6;  7],  оптоэлектроники [8],  ми-
кросистемной техники [9–12],  а также в области 
разработки различных датчиков,  предназначен-
ных для работы в экстремальных условиях: при 

повышенных температурах,  под воздействием 
агрессивных сред,  под воздействием радиации,  
в условиях открытого  космического  простран-
ства [13–16].

В последнее время наблюдается интенсивное 
изучение пленочных структур  карбида кремния 
[18–20],  на основе которых могут быть реали-
зованы различные типы датчиков физических 
величин (температуры,  давления,  освещен-
ности,  радиации,  магнитного  поля,  мульти-
функциональные и т. п.),  предназначенных для 
установки на внешней поверхности космических 
аппаратов (КА). Такие датчики позволят полу-
чать оперативную информацию как о  внешних 
условиях космического  полета,  так и о  состоя-
нии элементов конструкции КА,  находящихся в 
открытом космосе.

В связи с этим исследование стойкости тон-
копленочных приборных структур  на основе 
карбида кремния к воздействию факторов от-
крытого  космического  пространства является 
актуальной задачей.

1. Приборные структуры и задачи их 
исследования в условиях открытого 

космического пространства

Приборные структуры представляют собой со-
вокупность слоев из полупроводниковых,  диэ-
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лектрических и металлических материалов,  на-
несенных в определенном порядке друг на друга. 
На рис. 1,  а показано  поперечное сечение тон-
копленочной структуры,  которая представляет 
собой подложку (1) с нанесенным на нее тонким 
слоем полупроводникового  материала (3) с ме-
таллическими токопроводящими контактами (5). 
Функцию преобразования измеряемой величины 
в электрический сигнал выполняет полупрово-
дниковый слой. Такие структуры являются осно-
вой для различных типов чувствительных эле-
ментов: термочувствительных,  тензочувстви-
тельных,  мультифункциональных и т. д.

Структуры металл-диэлектрик-полупроводник 
(МДП) широко  используются в современной ми-
кроэлектронике,  на их основе созданы полевые 
транзисторы с изолированным затвором,  прибо-
ры с зарядовой связью,  цифровые интегральные 
схемы. МДП структуры также используются для 
создания датчиков химического  состава,  заря-
дочувствительных и мультифункциональных 
сенсоров. Поперечное сечение тонкопленочной 
МДП структуры показано  на рис. 1,  б. Струк-
тура содержит подложку (1),  слой полупрово-
дника (3),  слой подзатворного  диэлектрика (7),  
металлический затвор  (8),  металлические то-
копроводящие контакты к полупроводнику (5),  
межфазные границы: подложка-полупрово-
дник (2),  металлический контакт-полупрово-
дник (4),  диэлектрик-полупроводник (6).

Надежность и стабильность работы датчиков,  
а также их стойкость к внешним воздействую-
щим факторам зависят как от свойств самого  
полупроводникового  слоя,  так и от качества 
межфазных границ между полупроводником и 
подложкой (2) и между металлическими кон-
тактами и полупроводником (4),  а также меж-
ду диэлектриком и полупроводником (6) (см. 
рис. 1,  а и б).

Электронные компоненты (датчики),  устанав-
ливаемые на внешней поверхности космических 
аппаратов (КА),  в течение всего  срока службы 
находятся под воздействием факторов открыто-

го  космического  пространства (ОКП),  к кото-
рым относятся:

–  воздействие низких (до  минус 150 С)°  и вы-
соких (до  плюс 150 )С°  температур;

–  космический вакуум (от 410-  до  1510-  Па);
–  ионизирующее излучение;
–  космическая плазма;
–  невесомость.
Указанные факторы вызывают необратимые 

изменения в параметрах составляющих слоев и 
межфазных границ тонкопленочных датчиков,  
что  ведет к изменению их характеристик и пол-
ному отказу. Рассмотрим влияние факторов ОКП 
на тонкопленочные структуры.

Изменения температуры структуры сопро-
вождаются возникновением механических на-
пряжений в пленке,  которые могут привести к 
грубым нарушениям ее структуры: растрески-
ванию,  частичному или полному отслаиванию 
от подложки. Такие дефекты обнаруживаются 
визуально  после возвращения спускаемого  ап-
парата (СА). Если во  время полета пропускать 
через структуру электрический ток,  то  раз-
рушение пленки можно  определить по  обрыву 
электрической цепи,  которое сопровождается 
резким необратимым возрастанием электриче-
ского  сопротивления.

Под воздействием повышенных температур  
пленка может испаряться в вакуум,  в резуль-
тате чего  постепенно  изменяется ее толщина. 
Электрическое сопротивление пленки зависит от 
ее толщины,  следовательно,  испарение матери-
ала пленки будет сопровождаться постепенным 
необратимым увеличением сопротивления.

Действие ионизирующего  излучения косми-
ческого  пространства на полупроводниковую 
структуру приводит к образованию в полупро-
водниковой пленке глубоких центров акцептор-
ной или донорной природы. В результате про-
водимость полупроводника уменьшается и при 
больших дозах облучения полупроводник может 
стать изолятором. Для описания этого  процесса 

Рис. 1. Тонкопленочные приборные структуры для датчиков физических величин: а) полупроводниковый слой на подложке;  
б) МДП структура

а) б)
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используется такой параметр,  как скорость уда-
ления носителей dV  [21]:

0/ ( ) /dV n D n n D= ∆ = - ,

где 0n  и n –  концентрации носителей в зоне про-
водимости до  и после облучения;  D –  доза об-
лучения.

Обнаружить изменение концентрации свобод-
ных носителей заряда можно  путем одновре-
менного  определения удельного  сопротивления 
полупроводника и постоянной Холла.

Влияние космической плазмы выражается в 
приобретении космическим аппаратом электро-
статического  заряда,  причем распределение 
заряда не равномерно,  в результате чего  от-
дельные элементы конструкции КА имеют раз-
ные электрические потенциалы. Электрические 
поля,  возникающие между элементами КА,  мо-
гут вызвать перераспределение носителей заря-
да в полупроводниковых пленках,  находящихся 
на его  поверхности. В МДП структурах электро-
статические поля могут привести к пробою под-
затворного  диэлектрического  слоя. Зарядовое 
состояние поверхности структур  влияет на их 
вольт-фарадные характеристики. Таким обра-
зом,  регистрация вольт-фарадных характери-
стик МДП структур  в течение космического  по-
лета позволит получить информацию о  влиянии 
факторов ОКП на зарядовое состояние границы 
раздела диэлектрик-полупроводник и в конеч-
ном счете идентифицировать процессы,  проис-
ходящие вблизи межфазных границ исследуе-
мой структуры.

Особого  внимания заслуживает исследование 
стойкости омических контактов к различным 
областям структуры,  так как физическая де-
градация контактов ограничивает область при-
менения того  или иного  прибора. Состояние кон-
тактов характеризуется значением переходного  
сопротивления и коэффициентом выпрямления,  
последний можно  определить с помощью вольт-
амперных характеристик.

Таким образом,  комплексное исследование 
влияния факторов ОКП на полупроводниковые 
структуры требует измерения и регистрации в 
течение полета следующих параметров и харак-
теристик:

–  электрического  сопротивления;
–  подвижности носителей заряда;
–  концентрации носителей заряда;
–  вольт-фарадных характеристик;
–  вольт-амперных характеристик.

2. Образцы тонкопленочных структур 
и методы исследования

В лабораторных условиях для измерения па-
раметров и характеристик полупроводниковых 
структур  широко  используются зондовые мето-
ды,  основанные на явлении растекания тока в 
точке контакта острия зонда с полупроводником 
[22;  23]. Зондовые методы позволяют измерять 
удельное сопротивление полупроводниковых 
слоев,  а также проводить исследование эффекта 
Холла. Основным достоинством зондовых мето-
дов является отсутствие необходимости изготов-
ления контактов к исследуемым образцам,  что  
позволяет не только  определять удельное сопро-
тивление образцов,  но  и исследовать простран-
ственное распределение удельного  сопротивле-
ния. Однако,  использование обычных зондов в 
виде прижимных контактов для проведения из-
мерений на борту КА невозможно,  так как под 
действием вибраций и ударных нагрузок,  возни-
кающих во  время выведения и спуска КА,  зон-
ды повредят полупроводниковый слой. Следова-
тельно,  для измерения параметров полупрово-
дников на борту КА необходимо  использовать 
образцы структур  с определенной топологией,  
позволяющей свести к минимуму шунтирующее 
действие металлических контактных площадок.

В настоящее время известно  достаточно  мно-
го  различных типов образцов,  отличающихся 
конфигурацией,  которые используются для из-
мерения удельного  сопротивления,  ЭДС Холла 
и магнетосопротивления [24]. На практике обыч-
но  используются образцы двух видов: узкие 
прямоугольные с отношением длины к ширине 
более 3,  и образцы Ван-дер-Пау (почти квадрат-
ные или круглые). Каждый из этих видов имеет 
свои преимущества и недостатки.

Образцы Ван-дер-Пау,  как правило,  исполь-
зуются для измерения удельного  сопротивления 
и коэффициента Холла однородных по  толщине 
полупроводниковых пластин [25]. Для проведе-
ния измерений требуется,  чтобы образец имел 
четыре точечных омических контакта,  располо-
женных на торцах пластины. Для нахождения 
удельного  сопротивления,  коэффициента Хол-
ла и холловской подвижности носителей заряда 
требуется знать только  толщину образца. Это  
является основным достоинством метода. К не-
достаткам относится то,  что  размер  контактов и 
их расположение (при измерении коэффициента 
Холла) существенно  снижают точность резуль-
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татов,  особенно  если контакты наносятся не на 
торцы,  а на поверхность образцов,  например,  
при исследовании тонкой пленки на подложке. 
Таким образом образцы Ван-дер-Пау не подхо-
дят для исследования тонкопленочных структур.

Прямоугольные узкие образцы хорошо  под-
ходят как для измерения удельного  сопротив-
ления полупроводника,  так и для измерения 
коэффициента Холла и холловской подвижно-
сти носителей заряда. Для измерения всех пере-
численных величин наилучшим образом подхо-
дят восьмиконтактные прямоугольные образцы с 
отводами [26],  общий вид которых,  показан на 
рис. 2.

Исследуемый слой карбида кремния имеет 
форму узкой полоски с отводами. На противопо-
ложных концах полоски нанесены контакты 1 и 
5,  предназначенные для пропускания тока через 
образец при измерении удельного  сопротивле-
ния полупроводниковой пленки,  переходного  
сопротивления омических контактов,  а также 
при измерении ЭДС Холла. Ширина контактных 
полощадок 1 и 5 должна быть больше ширины 
полупроводниковой полоски для равномерного  
распределения тока по  ее ширине. На концах от-
водов нанесены контактные площадки 2,  3,  4,  6,  
7,  8 для измерения потенциалов в соответствую-
щих сечениях вдоль полоски. Топология образца 
показана на рис. 3,  а.

Так как полупроводниковая полоска однород-
на по  ширине,  толщине и составу,  то  распреде-
ление потенциала вдоль нее будет описываться 
линейной функцией: 

( ) S
x x

x
bd b

ρ
ϕ = = ρ ,   (1)

где ρ –  удельное сопротивление полупроводни-
ка;  Sρ  –  поверхностное сопротивление пленки;  
b –  ширина полоски;  d –  толщина слоя полу-
проводника;  x –  расстояние вдоль полоски от 

контакта 1 (рис. 3,  б),  за исключением областей 
под контактными площадками 1 и 5 и в непо-
средственной близости от них (см. рис. 3,  в). Од-
нако,  учитывая тот факт,  что  толщина пленки 
должна быть много  меньше линейных размеров 
самой полоски,  можно  считать,  что  распреде-
ление тока неоднородно  только  под металличе-
скими контактами. Тогда,  учитывая распределе-
ние потенциала (1),  для разности потенциалов 
между контактами 2 и 4 справедлива формула:

4 2 42 15
2

S
l

U I
b

ϕ - ϕ = = ρ ,   (2)

откуда поверхностное и удельное сопротивления 
соответственно  равны:

42

152S
b U

l I
ρ = ;     Sdρ = ρ . (3)

Для определения контактного  сопротивления 

cR  удобно  воспользоваться эквивалентной схе-
мой образца (см. рис. 3,  г). Разность потенциалов 
между контактами 1 и 2 равна:

Рис. 2. Прямоугольный 8-контактный образец с отводами для 
измерения ЭДС Холла и удельного  сопротивления

а)

б)

в)

г)
Рис. 3. 8-контактный образец: а) топология образца;  
б) распределение потенциала вдоль образца;  в) распределение 
тока по  толщине пленки SiC;  г) эквивалентная схема образца 
для измерения удельного  и контактного  сопротивления
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21 15( )c mU I R R= + ,

где /m SR m b= ρ ,  а разность потенциалов меж-
ду контактами 2 и 3 равна:

42 152 lU I R= ,

где /l SR l b= ρ ,  откуда,  при учете,  что  mR = 
/ ,lR m l=  получаем:

21 42

15 152c
U m U

R
I l I

= - . (4)

Схема измерения значений удельного  и кон-
тактного  сопротивления показана на рис. 4. Об-
разец питается током 15I  от программируемого  
источника тока. Величина тока задается микро-
контроллером. При измерении удельного  сопро-
тивления электронный переключатель S1 дол-S1 дол-1 дол-
жен находиться в верхнем по  схеме положении 
(как показано  на рис. 4). При этом потенциалы 
контактов 2 и 4 через повторители напряжения 
A1 и A2 подаются на входы дифференциально-1 и A2 подаются на входы дифференциально-A2 подаются на входы дифференциально-2 подаются на входы дифференциально-
го  усилителя (резисторы R,  Rос,  операционный 
усилитель A3). На выходе дифференциального  
усилителя формируется сигнал,  пропорцио-
нальный 42,U  который поступает на вход ана-
лого-цифрового  преобразователя A4. Цифровой 
код,  соответствующий значению 42U  поступает 
на микроконтроллер,  где рассчитывается по-
верхностное и удельное сопротивление полупро-
водниковой пленки по  формуле (3).

Для определения контактного  сопротивления 

cR  нужно  дополнительно  измерить разность 
потенциалов 21.U  Для этого  переключатель S2 
нужно  перевести в нижнее по  схеме положение. 
При этом потенциал контакта 2 через повтори-
тель напряжения A3 подается на неинверти-A3 подается на неинверти-3 подается на неинверти-
рующий вход дифференциального  усилителя,  
инвертирующий вход усилителя заземляется,  а 
напряжение на выходе пропорционально  значе-
нию 21.U  После аналого-цифрового  преобразова-
ния код 21U  поступает на микроконтроллер,  где 

по  формуле (4) вычисляется контактное сопро-
тивление .cR

Измерения проводятся при различных значе-
ниях и тока 15,I  что  необходимо  для измерения 
вольт-амперных характеристик как самого  слоя 
полупроводника,  так и контактов 1 и 5. Измене-
ние направления тока в образце осуществляется 
переключением электронного  коммутатора S1.

Для измерения коэффициента Холла через 
контакты 1 и 5 пропускается ток 15,I  а между 
контактами 3 и 7 измеряется разность потенци-
алов,  которая равна ЭДС Холла:

15
37

H
H

R BI
U U

d
= = ,

откуда коэффициент Холла

37

15
H

U d
R

BI
= . (5)

Здесь B –  индукция магнитного  поля;  d –  тол-
щина образца. Холловская подвижность носите-
лей заряда вычисляется по  формуле:

H
H

R
µ =

ρ
. (6)

Схема измерения ЭДС Холла приведена на 
рис. 5. Образец питается от программируемого  
источника тока CS1. Потенциалы контактов 3 и 7 
через повторители напряжения A1 и A2 подают-A1 и A2 подают-1 и A2 подают-A2 подают-2 подают-
ся на входы дифференциального  усилителя (ре-
зисторы R,  Rос,  операционный усилитель A3). 
Выходной сигнал дифференциального  усилите-
ля пропорционален значению ЭДС Холла. После 
аналого-цифрового  преобразования цифровой 
код значения ЭДС Холла поступает на микро-
контроллер,  где вычисляется коэффициент 
Холла (5) и холловская подвижность носителей 
заряда (6).

Во  время измерения ЭДС Холла магнитное 
поле создается электромагнитом,  между полю-
сами которого  находится образец. Изменение 

Рис. 4. Схема измерения удельного  сопротивления
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величины и направления магнитного  поля произ-
водится путем изменения величины и направле-
ния тока в обмотке электромагнита.

3. Образцы МДП-структур  
и методы исследования

Общий вид образца МДП-структуры показан на 
рис. 6. Образец представляет собой слой карби-
да кремния,  имеющий форму прямоугольника,  
который нанесен на подложку. Металлический 
контакт к полупроводниковому слою наносит-
ся по  его  периметру. Сверху на слой карбида 
кремния напыляется слой диэлектрика. На ди-
электрик наносится второй металлический кон-
такт –  затвор.

Для измерения параметров МДП-структур  и 
p-n-переходов,  широкое распространение полу--n-переходов,  широкое распространение полу-n-переходов,  широкое распространение полу--переходов,  широкое распространение полу-
чили вольт-фарадные методы. С их помощью 
можно  измерить концентрацию легирующих при-
месей,  глубоких уровней и их характеристики,  
генерационное время неравновесных носителей 
заряда,  плотность поверхностных состояний и 
их распределение по  энергиям [27–29].

Вольт-фарадные методы измерения параме-
тров полупроводников основаны на определении 
зависимости емкости структуры,  обусловленной 
наличием объемного  заряда в приповерхност-
ной области полупроводника,  от приложенно-
го  к ней напряжения. В основе вольт-фарадных 
методов измерения лежит электронная теория 
приповерхностной области пространственного  
заряда и дифференциальной поверхностной ем-
кости.

Для измерения зависимости емкости МДП-
структуры от напряжения используется схема,  
показанная на рис. 7.

Измеряемая емкость МДП-структуры xC  под-
ключается к регулируемому двухполярному ис-
точнику постоянного  напряжения и через разде-
лительный конденсатор  PC  к измерителю емко-
сти (см. рис. 7). Изменяя напряжение смещения с 
помощью потенциометра ,P  и,  измеряя емкость,  
соответствующую каждому напряжению сме-
щения,  получают экспериментальную зависи-
мость емкости МДП-структуры от напряжения 
смещения –  вольт-фарадную характеристику 
(ВФХ). Амплитуда высокочастотного  (ВЧ) сиг-
нала измерителя емкости должна быть мала по  
сравнению с величиной постоянного  напряже-
ния смещения. Емкость МДП-структуры так-
же зависит от частоты ВЧ сигнала измерите-
ля емкости. Зависимость от частоты достаточно  
сложная. Анализ этой зависимости позволяет 
идентифицировать процессы,  происходящие в 
образце.

В настоящее время известно  несколько  мето-
дов измерения электрической емкости. К ним от-
носятся: метод вольтметра и амперметра,  метод 
сравнения (мостовой метод),  метод разряда кон-
денсатора,  резонансный метод и др. [30–34]. Эти 
методы широко  применяются в лабораторных 
исследованиях. Для измерения и регистрации 

Рис. 5. Схема измерения ЭДС Холла

Рис. 6. Образец МДП структуры
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ВФХ во  время полета необходимо  иметь схему,  

которая в автоматическом режиме позволяет по-

давать смещение на исследуемый образец МДП-

структуры и преобразовывать значение емкости 

в цифровой вид. Один из вариантов такой схемы 

представлен на рис. 8.

Цифро-аналоговый преобразователь А1 ис-

пользуется в качестве программируемого  ис-

точника напряжения смещения емкости xC  

МДП-структуры. Для преобразования емкости 

xC  в напряжение служит схема,  состоящая из 

программируемого  генератора синусоидального  

напряжения G1,  емкостного  делителя напря-G1,  емкостного  делителя напря-1,  емкостного  делителя напря-

жения,  образованного  известной емкостью 0C  и 

измеряемой емкостью ,xC  разделительного  кон-

денсатора C1,  усилителя переменного  напряже-C1,  усилителя переменного  напряже-1,  усилителя переменного  напряже-

ния A2,  амплитудного  детектора D1,  C2,  R.

Схема работает следующим образом. Пере-

менное напряжение от генератора G1 равное 

( ) cos( )mU t U t= ω  питает делитель напряжения,  

образованный емкостями 0C  и .xC  По  закону 

Ома амплитуда тока,  текущего  через делитель 

напряжения будет равна:

01/ ( ) 1/ ( )
m

x

U
I

C C
=

ω + ω
,

а напряжение на конденсаторе xC  будет опреде-

ляться выражением:

0

0

0 0

1 1

1/ ( ) 1/ ( )

.
/ 1

m
x

x x x

mm

x x

U
U I

C C C C

U CU

C C C C

= = =
ω ω + ω ω

= =
+ +

Отсюда,  зная амплитуду напряжения гене-

ратора ,mU  емкость 0,C  и,  измеряя амплитуду 

напряжения на измеряемой емкости ,xU  можно  

найти значение измеряемой емкости:

0 1m
x

x

U
C C

U

 
= - 

 
. (7)

Напряжение на емкости усиливается усилите-

лем А2 и поступает на амплитудный детектор  

(элементы D1,  C1,  R). Напряжение на выходе 

детектора пропорционально  амплитуде коле-

баний напряжения на измеряемой емкости. Да-

лее выходное напряжение детектора через по-

вторитель напряжения А3 поступает на вход 

Рис. 7. Схема измерения емкости МДП-структуры

Рис. 8. Структурная схема преобразования емкости в напряжение
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АЦП А4,  где преобразуется в цифровой вид. Код 
с выхода АЦП поступает на микроконтроллер  
где по  формуле (7) вычисляется текущее значе-
ние емкости МДП-структуры.

Заключение

Показана необходимость комплексного  иссле-
дования влияния факторов ОКП на свойства по-
лупроводниковых структур,  перспективных для 
разработки приборов,  функционирующих на 
внешней поверхности КА.

Разработан комплекс методов исследования 
свойств полупроводниковых структур,  включа-
ющий измерение и регистрацию сопротивления,  
ЭДС Холла,  ВФХ и ВАХ в течение космическо-
го  полета.

Предложены образцы приборных структур  
для исследования влияния факторов открытого  
космического  пространства на свойства полу-
проводниковых слоев и межфазных границ ме-
талл –  полупроводник и диэлектрик –  полупро-
водник.

Предложены схемы измерения параметров 
полупроводниковых структур,  адаптированные 
для работы в составе автоматических измери-
тельных систем.

Исследование выполнено при поддержке суб-
сидий ГЗН по проекту на выполнение НИР 
№ 8.6675.2017/БЧ.
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Investigation of silicon carbide thin films  
properties at the open cosmos space

Y.N. Gorelov, A.V. Shcherbak, L.V. Kurganskaya, D.U. Golubeva

The problems of  stability semiconductor device structures to open space conditions influence are studied. It is shown 
that complex  investigation of  electrophysical properties of  semiconductor layers during the time of  cosmic flight is 
necessary. Samples of  device structures for investigation of  open space conditions influence on semiconductor layer 
resistivity,  metal-semiconductor and insulator-semiconductor interfaces properties are proposed. Methods of  measuring 
resistivity,  Hall factor,  current-voltage characteristics and volt capacitive characteristics of  device structures samples 
are considered. Measurement circuits adapted for operation with automatic measurement systems are proposed.

Keywords: silicon carbide,  device structure,  electrophysical properties,  space experiment.
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